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Thickness – dependent electrical characterization of -FeSi2 
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【はじめに】資源量が豊富な Fe と Siから形成された β-FeSi2は環境に無害、光吸収係数（>10
5
cm

-1）が高い

ことで注目されている。この性質から安価で環境にやさしい薄膜太陽電池や受光素子への応用が期待され

ている[1]。しかし FeSi2はキャリア密度が高く、デバイス応用が困難であるのが現状である[2]。そこで本

研究では TLM 法により-FeSi2の抵抗率‐膜厚依存性を測定、また van der pauw法によるホール測定で

-FeSi2のキャリア密度‐膜厚依存性を測定する。 

【実験方法】SiO2基板上に、FeSi2を Ar 雰囲気スパッタ法により堆積させた。膜厚を 5、80、300nmの試料を

作製した。その後 F.G. (H2 3% + N2 97%) 雰囲気で 800℃・5 分アニールによりシリサイド化を行った後、

TLM 法による抵抗率測定を行った。またホール測定でキャリア密度を測定した。 

【実験結果】Fig-1 に示すように、膜厚を 5、80、300nmに FeSi2の抵抗率は上がることが分かった。また Fig-2

より FeSi2のキャリア密度は膜圧が厚くなるにしたがって減少していることが分かった。 
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Fig-1 -FeSi2の抵抗率膜厚依存性 Fig-2  -FeSi2のキャリア密度膜厚依存性  
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